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(57)摘要

本发明公开了一种无undercut不含磷的铜

蚀刻液，包括溶剂、双氧水、硫酸、双氧水稳定剂、

护岸剂、蚀刻速率稳定剂和渗透剂；双氧水的浓

度为20‑160g/L；所述硫酸的浓度为40‑140g/L；

双氧水稳定剂的浓度为0.1‑10g/L；护岸剂的浓

度为0.1‑10g/L；蚀刻速率稳定剂的浓度为0.1‑

20g/L；渗透剂的浓度为0.1‑30g/L。本发明的铜

蚀刻液速度可控、无undercut、精度高且不含磷

等优点，能够大大提高最终成品的合格率，降低

生产成本。
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1.一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，其特征在于：包括溶剂、双氧水、硫酸、双氧水稳

定剂、护岸剂、蚀刻速率稳定剂和渗透剂；

所述双氧水的浓度为20‑160g/L；所述硫酸的浓度为40‑140g/L；所述双氧水稳定剂的

浓度为0 .1‑10g/L；所述护岸剂的浓度为0 .1‑10g/L；所述蚀刻速率稳定剂的浓度为0 .1‑

20g/L；所述渗透剂的浓度为0.1‑30g/L。

2.根据权利要求1所述的一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，其特征在于：所述的溶剂

为水。

3.根据权利要求1所述的一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，其特征在于：所述双氧水

的浓度控制在30‑80g/L。

4.根据权利要求1所述的一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，其特征在于：硫酸的浓度

控制在40‑70g/L。

5.根据权利要求1所述的一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，其特征在于：所述的双氧

水稳定剂包括对苯基脲、尿素或其他酰胺类物质中的一种或多种和对羟基苯磺酸或其他苯

磺酸类物质中的一种或多种。

6.根据权利要求1所述的一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，其特征在于：所述的护岸

剂包括5‑氨基四氮唑、苯并三氮唑、甲基苯并三氮唑或其他唑类物质中一种及或多种。

7.根据权利要求1所述的一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，其特征在于：所述的蚀刻

速率稳定剂包括乙二醇、丙二醇、丁二醇、乙二醇丁醚或其他醇醚类中的一种或多种。

8.根据权利要求1所述的一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，其特征在于：所述的渗透

剂聚季铵盐类、苯基脲、苯甲醇、苯乙醇、苯乙醚、苯氧基乙醇中的一种或多种。
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一种无undercut不含磷的铜蚀刻液

技术领域

[0001] 本发明涉及一种蚀刻药水领域，具体涉及一种无undercut不含磷的铜蚀刻液。

背景技术

[0002] 蚀刻技术，包含了将材质整面均匀移除及图案选择性部份去除的技术。蚀刻技术

可分为湿式蚀刻（湿蚀刻）与干式蚀刻（干式蚀刻）两种技术。湿式蚀刻是最普遍、也是设备

成本最低的蚀刻方法。湿式蚀刻的进行主要是由溶液与待蚀刻材质间的化学反应，因此可

调配与选取适当的化学溶液，得到所需的蚀刻速率（蚀刻率），以及待蚀刻材料与光阻及下

层材质良好的蚀刻选择比（选择性）。

[0003] 然而，随着PCB行业线路越做越精细，由于化学反应没有方向性，因此湿式蚀刻是

等向性（各向同性）的，此时，当蚀刻溶液做纵向蚀刻时，侧向的蚀刻将同时发生，进而造成

底切（undercut）现象，导致图案线宽失真。因此，需要开发一种蚀刻速度可控、无undercut、

精度高且不含磷的铜蚀刻液。

发明内容

[0004] 为了解决上述问题，本发明提供了无undercut不含磷的铜蚀刻液，速度可控、无

undercut、精度高且不含磷等优点，能够大大提高最终成品的合格率，降低生产成本。

[0005] 本发明的技术方案为：一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，包括溶剂、双氧水、硫

酸、双氧水稳定剂、护岸剂、蚀刻速率稳定剂和渗透剂；

所述双氧水的浓度为20‑160g/L；所述硫酸的浓度为40‑140g/L；所述双氧水稳定

剂的浓度为0 .1‑10g/L；所述护岸剂的浓度为0 .1‑10g/L；所述蚀刻速率稳定剂的浓度为

0.1‑20g/L；所述渗透剂的浓度为0.1‑30g/L。

[0006] 进一步地，所述的溶剂为水。

[0007] 进一步地，所述双氧水的浓度控制在35%浓度。根据双氧水的添加量，控制蚀刻速

度，双氧水可控制在20‑160g/L，但控制在30‑80g/L之间，保护undercut最佳，且蚀刻速率较

稳定。

[0008] 进一步地，硫酸的浓度控制在40‑70g/L，undercut保护效果最佳。

[0009] 进一步地，双氧水稳定剂用于减少双氧水的裂解。双氧水稳定剂包括对苯基脲、尿

素或其他酰胺类物质中的一种或多种和对羟基苯磺酸或其他苯磺酸类物质中的一种或多

种。

[0010] 进一步地，护岸剂更易于在线路拐角、侧壁与Cu螯合，从而无限减少undercut的产

生。所述的护岸剂包括5‑氨基四氮唑、苯并三氮唑、甲基苯并三氮唑或其他唑类物质中一种

及或多种。

[0011] 进一步地，蚀刻速率稳定剂用于随着铜离子的增加，稳定咬铜量的作用。所述的蚀

刻速率稳定剂包括乙二醇、丙二醇、丁二醇、乙二醇丁醚或其他醇醚类中的一种或多种。

[0012] 进一步地，渗透剂降低铜面的表面张力，能使蚀刻液渗透或加速渗入铜表面，增加
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基材铜的咬铜量，利于清底铜。所述的渗透剂聚季铵盐类、苯基脲、苯甲醇、苯乙醇、苯乙醚、

苯氧基乙醇中的一种或多种。

[0013] 本发明的有益效果为：本发明的蚀刻液蚀刻具有蚀刻速度可控，稳定性好、无

undercut、精度高等优点，能够大大提高最终成品的合格率，且不含磷，对环境友好。

附图说明

[0014] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0015] 图1为实施例1的显微镜拍摄图。

[0016] 图2为实施例2的显微镜拍摄图。

[0017] 图3为对比例的显微镜拍摄图。

具体实施方式

[0018] 下面将通过具体实施方式对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0019] 本发明的一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，包括溶剂、双氧水、硫酸、双氧水稳

定剂、护岸剂、蚀刻速率稳定剂和渗透剂。可添加其他添加剂。

实施例1

[0020] 本实施例的一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，包括双氧水（35%）50g/L、硫酸

60g/L、对羟基苯磺酸1g/L、5‑氨基四氮唑0.5g/L、乙二醇3g/L、苯乙醚1g/L，其余为水。

实施例2

[0021] 本实施例的一种无undercut不含磷的铜蚀刻液，包括双氧水（35%）40g/L、硫酸

70g/L、4‑羟基苯磺酸1g/L、苯并三氮唑1g/L、丁二醇3g/L、苯乙醇1g/L，其余为水。

[0022] 对比例

本实施例的铜蚀刻液包括双氧水（35%）80g/L、硫酸120g/L、对羟基苯磺酸1g/L、乙

二醇3g/L、苯乙醇1g/L，其余为水。

[0023] 表1为实施例和对比例的对照

配方 铜铜量 显微镜拍摄图 结论

实施例1 4um 如图1 无undercut

实施例2 4um 如图2 无undercut

对比例 4um 如图3 有undercut单侧约3.25um

由表1可以看出，本发明的铜蚀刻液无undercut、精度高等优点，能够大大提高最

终成品的合格率，且不含磷，对环境友好。

[0024] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，不用于限制本发明，本领域技术人员可

以在本发明的实质和保护范围内，对本发明做出各种修改或等同替换，这种修改或等同替

换也应视为落在本发明技术方案的保护范围内。
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图 1

图 2
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图 3
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